
UKD 6213822 . 
NORMA BRANŻOWA 

BN-81 

Diody typu BAVP17, BAVP18, 
3375-29.02 

ELEMENTY 
PÓŁPRZEWODNIKOWE 

BAVP19, BAVP20, BAVP21 

1. Przedmiot normy. Przedm iotem normy sę szczegóło­

we wymagania dotycz~ce miniaturowych, krzetlIowych diod 

przeł~czaj~cych małej mocy typu BAVP17 7 21;, wykona­

nych technologi~ epiplanarn~, w obudowie całoszklanej, 

przeznaczonych do zastosowań w sprzęcie profesjonalnym 

'oraz w urz~dzeniach wYtT,agajęcych zastosowanie elemen­

tów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

Diody przeznaczone sę do pracy w układach przełęcz.a-

j~cych, detekcyjnych i mieszajęcych. 

Kategoria ki ima tyczna wg PN-73/E-04550. 00 dla diod: 

- podwyższonej jakości - 55/125/10, 

- wysokiej jakości - 55/125/21, 

- bardzo wysokiej jakości - 55/125/56. 

L G 

BAVP17 - bręzowy fioletowy. 

BAVP 18 - bręzowy szary. 

BAVP19 - bręzowy i biały. 

BAVP20 - czerwony czarny, 

BAVP21 - czerwony bręzowy, 

Grupa katalogowa 1923 

b) oznaczenie wyprowadzenia katody - określone za po-

macę paska kolorowego naniesionego na obwodzie obudowy 

od strony katody. 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń diody - wg ry-

runku i tabl. 1. 

Obudowa - element kompletny A24 wg PN-73/T -01503.06. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta -CE 02. 

L D 
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2. Przykład oznaczenia diod typu BAVP17 

a) podwyfszonej jakości: 

DIODA BAVP17 BN-81/3375-29. 02 

b) wysokiej jakości: 

DIODA BAVP17/3 BN-81/3375-29. 02 

c) bardzo wysokiej jakości: 

DIODA BAVP17/4 BN-81/3375-29. 02 

Kod barwn 

katooy 

3. Cechowanie diod powinno zawierać następujęce dane: 

a) oznaczenie typu - wykonane drukiem na podkładzie 

IBN-81/3375-29.OZ1 

Tabl ica 

Symbol 
Wymiary, mm 

wymiaru 
min nom max 

G 3,50 4,00 5,40 

L 25,40 - -
D 1,50 /- 2,20 

r6 b2 0,45 - 0,56 

5. Badania w grupie A, B. C i D - wg ark. 00 P. 5. l. 
koloru niebieskiego lub alternatywnie (tYlko dla diod o pod­

wyfszonej jakości) nifej podanym kodem kolorowym w po­

staci dwóch pasków naniesionych na obwodzie obudowy od 

strony wyprowadzenia katody; dla diod wysokiej jakości 

6. Wymagania szczegółowe dla badań grupy A. B. C i D 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów 

rysunku i tabl. " 

wg 

. stosuje się podkład koloru pomarańczowego, natomiast dla 

diod bardzo wysokiej jako,ści podkład koloru białego. 

b) badania podgrupy A2 - sprawdzanie podstawowych pa-

rametrów elektrycznych - wg tabl. 4, 
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c) badanie podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzędnych 

parametrów elektrycznych - Ctot< 5 pF przy 

f = 1 MHz w g PN-75/T-01504. 58, 

d) badania podgrupy A4 - spraw dzenie prtldu wsteczne­

go IR w temperaturze tumb= 125 Oc ( poziom III 1:--') 

w g tabl . S, 

e) badania podgrupy SI i CI: 

- sprawdzenie wytrzyma/ości mechanicznej wyprowadzeń: 

próba Ua '. 

- sprawdzenie szczelności: detergent CL . 

f) .badanie podgrupy S3 i C9 - spr.awdzenie wytrzymałości 

na spadki swobodne - p%żeni e diody w czasie spadania: 

wyprowadzenia równolegle do kierunku spadania, 

g) badanie podgrupy S4 - sprawdzenie wytrzymałości na 

udary wielokrotne ( dla poziomu IV) ..: mocowanie za wypro-

wadzenia, 

h) badania podgrupy SS i C5 - sprawdzenie wy trzymałoś-

c i na nagłe zmiany temperatury: 

= +175 oC, 

o 
TA = -65 C, 

i) badanie podgrupy S6 i C6 - spr awdzen i e odporności 

na narażen i a elektryczne - badanie może być wykonane al­

ternatywnie wg jednej z poniżej podanych metod: 

- praca w układzie prostownika jednopołówkowego z ob-

ciężeniem rzeczyw i stym, metoda badania . f wg 

T-01515 tabl . S, warunki obcitlżenia wg tabl. 2. 

PN-78/ 

Tablica 2 

Warunki obci{lżenia 
Typ diody 

; 

UR , V lO' mA l amb' 
Oc 

SAVP17 20 

SAVP18 50 

SAVP19 100 200 25 +5 

SAVP20 150 

SAVP21 200 

_ praca przy maksymalnej polaryzacji wstecznej, metooa 

badania g wg PN-78/T -01515 tabl. S, warunki obcitlżenia 

wg tabl. 3 . 

Tablica 3 

• 
Warunki obciężenia 

Typ diody 
Oc U

R
, V tamb' 

, 

SAVP17 20 

SAVP18 50 +125 

SAVPI9 . 100 

cd. tabl. 3 

Warunki obcitlżenia 

Typ di.ody 
Oc UR , V tamb , 

, 
SAVP20 ISO 

+125 
SAVP21 200 

j) badania podgrupy C2, 

- sprawdzenie parametrów elektrycznych - t rr ~ 50 ns, 
• 

przy IF ,· 30 mA, ER= 30 mA, RL - 100Q , 

wg PN-7 5/T -o 1504. 59, 

I rr = 3 mA 

- sprawdzenie odporności na suche gortlco 

=+125
0

C 

- sprawdzenie odporności na zimno -
o 

la m b = -55 C 

k) badania podgrupy C3: 
-3 

- sprawdzenie masy wyrobu: 0,142· 10 kg, 

_ sprawdzenie trwałości cechowania: metoda badania wg 

PN-78/T -01515 P . ~. 3. 6. la), 

I) badania podgrupy C4 

_ sprawdzenie wytrzymałości na przyśpieszenie 

mocowanie w tulejkach , 1 kierunek prostopadły do 

diody, 

stałe: 

osi 

_ sprawdzenie wytrzymałości na udary pojedyncze wie_ o 

lokt-otne, mocowanie za wyprowadzenia, 

- sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej 

zmiennej częstotliwości, mocowanie za wyprow adz<;nia, 

m) badania podgrupy C5 _ sprawdz~nie . wy trzymałości na 
o 

ciepło lutowania, temperatura ktlpieli 260 ±5, C, 

n) badanie podgrupy C7 - sprawdzenie wytrzymałości na 

zimno, t s lg m in - -65 Oc dla poziomu IV, 

o) badanie podgrupy C8 - sprawdzenie wytrzymałości na 

suche gor tl co, 
o 

t s ,gmax = +175 C 

p) badanie podgrupy CIO - sprawdzenie wymiarów wg 

rysunku i tabl . " 

r) badanie podgrupy Dl ( poziom III i IV) - sprawdzenie 

odporności na niskie ci. śnienie atmosferyczne, temperatura 

narażania +25 oc, 

s) badanie podgrupy D4 ( poziom III i IV) - sprawdzenie 

wytrzymałości na pleśń - po badaniu brak poro~tu pleśni, 

t) badanie podgrupy D5 ( poziom III i IV) - sprawdzenie 

wytrzymałości na mgłę solnę., położenie diody dowolne, 

u) pars[T1etry elektryczne sprawdzane w czasie 

daniach grupy 9, C i D wg tabl. 6. 

po ba-

I 

7. Pozostałe postanowienia - wg ark. 00 niniejszej nor-
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Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach pod9rupyA2 (poziom II. III I IV) 

O::tnaczenle II terowe· paramet'r6w UF 'R Q, 

ME,toda pomiaru wg PN-74jT-01504 ark. 57 ark. 56 ark. 61 , 

Lp. 
Warunki pomiaru IF - 100 mA U~, V = 

-

IF = 10 mA 

Wartości graniczne 
max jednostka- max jednostka max jednostka 

Typ diody 

, BAVP17 20 

2 BAVP18 50 

, 
3 BAVP19 l, O V 100 nA 100 250 pC 

I 

4 BAVP20 150 

5 BAVP21 200 

Tabl ica S, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A4 (poziom III. IV) 

; 

Metoda Wartości graniczne 
O~czenie' 

pomiaru wg 
--- literowe 

PN-75j W~runkl pomiaru .,ledn. BAVPI7 BAVPI8 BAVPI9 BAVP20 BAVP21 
parametru 

T-01504 . . 
- max max max max max 

- . 

UR = 20 V 50 - - - -
UR = 50 V - 50 - - -, 

IR ark. 56 o UR = 100 V ~ t amb =125 C - - 50 - -
, , 

UR = 150 V - - \ - 50 -
- UR = 200 C 50 - - - -

Tablica 6. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B. C I D (poziom II. III IV) 

- Wartości granfczne 

oEnae.zenle 
Metoda 

pomiaru wg Podgrupa ..Jed- w czasie 
, 

pomiaru 
po 

~rametru PN-75j 
Warunki 

badań nos tka badania ' badaniu 

T-01504 
min max min max 

UR - Wg)~. 4 
B l, B3, B4, B5, 
CI, C2, C4, C5, nA - - - 100 

t b m +2 C C8, cg Dl 
a·nl 

l ark. 56 
R 

B6, C6 nA 200 200 - -
UR - wg tabl, 

o C2 ~ 50 4, tumb = +125 .C - - -
B " 

B3, B4, B5, 

'F ;= 100 mA C), C2, C4, C5, V - - - l, O 

tamb a +25 Oc C7, cg 

UF ark. 57 
B6, C6 V - l, I - l, I 

I
F 

= 100 mA, 
o C2 V 1,2 tamb = -55 C - - -

. --. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



4 Informacje dodatkowe do BN-81/3375-29 • .o2 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowuleca norme - Naukowo-Produkcyj_ 

ne Centrum Półprzewodnik6w, Warszawa. 

2. Normy zwiazane 
I 

PN-73/E-04550. 00 Wyroby elektrotechniczne, Próby śro-

dowiskowe. Postanowienia ogólne 

PN-73/T -o 1503,06 Elementy półprzewodnikowe . 

i wymiary. Element kompletny A24 

PN-74/T -o 1504. 00 Elementy p6łprzewodnikowe . 

Zarysy 

Metody 

pomiaru parametr6w tranzystor6w i diod. Postanowi e-

nia og61ne 

:PN-75/T -01504,56 Diody, Pomiar prędu wstecznego IR 

'PN-75/T-01504,57 Diody . Pomiar napięcia przewodze-

nia UF 

·PN-75/T-01504,58 Diody Pomiar pojemności eT 

'PN-75/T-01504.59 Diody, Pomiar czasu ustalania się Prę­

du wstecznego fTT i pr{ld';J wstecznego iTr po przeł{l­

czeniu impulsowym 

PN-75/T -01504.61 Diody, Pomiar ładunku przełęczania Qs 

ę.. t 
, [mWJ"OO 

, r--.... 
....... 

r--.... ...... r-.... 
300 

-

PN-76/T -01501. 01 Elementy półprzewodnikowe. Oznacze_ 

ni a I i terowe parametr6w diod 

PN-78/T -O 1500. 00 Elementy półprzewodni kowe. 

i określenia. POjęcia ogólne 

Nazwy 

PN-78/T -01515 Elementy półprzewodnikowe, Ogólne wy-

magania i badania 

BN-S 1/3375-29. 00 Elementy półprzewodnikowe. Diody przE>­

łęczajęce. Wymagania i badania. Posti.nowienia og61ne 

3. Symbol wyrobu wg KTM 

BAVP17 - 115632501000 

BAVP18 - 115632502000 

BAVP19 - 115632503001 

BAVP20 - 115632504002 

BAVP21 - 115632505003 

4 Wartości dopuszczalne - wg rys . 1-1 tabl, l-l. 

~~VP 17 
BA~"8 
.811 19 

r-
• lMVP 20 r-

bAVP 21 

.' ......... 
I'..... , 200 

Oznaczenie 
Lp, 

parametru 

1 2 

1 UR 

2 URM 

3 lF 

... 4 lO 

5 IFRM 

6 lFSM 

7 Ptot 

I' 

'" 100 lI-t-. 
I 1"- ... r .... 

o 
r-- .... 

I .... 

20 60 BO 100 120 160 180 

IBN-81/3375-29.02- 1-11 
Rys. 1-1. Charakterystyka mocy w funkcji temperatury otoczenia Plot = f (tamb) 

Tablica l-l 

Wartości dopuszczalne 
o 

Jed- t amb = 25 C N&zwa parametl"u 
nostka 

BAVP17 BAVP1S BAVP19 BAVP2Q 

3 4 5 6 7 8 

Napięcie wsteczne V 20 50 100 150 

Szczytowe napięcie wsteczne V 25 60 120 180 

Pr{ld przewodzenia mA 250 1) 
. 

Średni pr{ld wyprostowany mA • 200 1) 

Powtarzalny szczytowy pr{ld 
mA 625 1) 

przewodzenia 

Niepowtarzalny szczytowy 
A 1 

pręd przewodzenia (t p ~ ls) 

Moc całkowita wejściowa mW 400 1) 

BAVP21 

9 

200 

250 



, 
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(;d. tabl. I-I 

Wartości dopuszczalhe 
Oznaczenie Jed- o 

Lp . Nazwa parametru tamb = C 
parametru nostka 

BAVPI7 BAVPI8 BAVPI9 BAVP20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 t, 
) Temperatura zł~cza Oc +175 \ 

9 t stg Temperatura przechowywania Oc -65.;. +175 

lO tamb 
Temperatura otoczenia w cza- Oc -55.;. +125 
sie pracy 

1) Obowi~zuje dla diod mocowanych za wyprowadzenia w odległości 4 ± 1 mm od obudowy. 

5. Dane charakterystyczne .. wg rys . 1-2 + 1-4 i tabl. 1-2. 

#:­
[mA] 

400 

10 

1,0 

0,1 

BAVP17 
BAVP1B 
BAVP19 
~A~;20 A P2"1 

I 
/ 

J 
I 

",. 

./ /' 
/ / 

. ,/ j 

~ 
1/ oc." 

I; lO J 
:!) IV 
~-~ .• .}:i1 

J I 
/ / 

/ 
1/ 

0,6 

IBN-8113375-29.o2-F21 

11''/0 
[A] 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

o 

BAVP17 
BAVP18 
BAVP19 
BAVP2.0 
BAVP21 

r'\ 
~ ~ 'lo 

"\ ~ 
\ ~ 

\ 

60 90 

BAVP21 

9 

ISN-8113375,-29.02-1-31 

5 

Rys. 1-2. Charakterystyki przewodzenia IF = f(UF) Rys. 1-3. Charakterystyki pr~dowe w funkcji temperatury 
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O,B 
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Rys. 1-4. Zmiany pojemności w funkcji napięcia wstecznego Ctot = j(UR ) 



Tablica 1-2 

Oznacze-
Nazwa Jed-

Lp. nie para- Warunki porr:i aru 
nostka 

BAVP17 BAVP18 
parametru 

metru , 
min typ max min typ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"-

I
F

= 1 mA V - 0,60 0,68 - 0,60 

1 U 
Napięcie prze-

I
F

= 10 mA V - 0,74 0,82 0,74 F wodzenia -
I
F

= 100 mA V - 0,93 1,00 - 0,93 

o 
nA 50 100 t omb = 25 C - - -. UR = 20 V 

, 

o 
t omb a \25 C ~ - 15 50 - -

O 
nA 50 tamb =25 C - - - -

U
R 

= 50 V 
t umb = 125 Oc j.JA - - - - 15 

o 
nA tumb = 25 C - - - - -

2 lR Pręd wsteczny U
R

= 100 V 
o 

tamb= 125 C HA - - - - -
o 

nA tamb = 25 C - - - - -
, UR = 150 V o 

ł-'A t amb = 125 C - - - - -
- o 

tomb= 25 C nA - - - - -
U

R
=200 V 

o 
t amb = 125 C ~ - - - - -, 

UR = O V 
3 C tot Pojemność pF - 2 S - 2 

całkowita f = 1 MHz i 

IF = 30 mA 

Czas ustalenia 1 R = 30 mA 
4 t rr 

charakterystyki 
R L = 100Q 

ns - 25 50 - . 2S 
wstecznej 

in = 3 mA 

-
, i 

5 Q. 
Ladunek prze-

IF = 10 mA pC 180 250 180 ' - -
łęczania 

, 

Wartości parametrów, 
o 

tamb= 25 C 

BAVP19 BAVP20 

max min typ max min typ 

11 - 12 13 14 15 16 

0,68 - 0,60 0,68 - 0,60 

0,82 - 0,74 0,82 - . ~,74 

1,00 '- 0,93 1,00 - 0,93 

'- - -, - - -

- - - - - -

100 - - - - -
50 - - - - -
- - 50 100 - -
- - 15 50 - -

- - - - - 50 

- - - - - 15 

,- - - - - -

- - - - - -

5 - 2 5 - 2 

-50 - 25 50 - 25 

250 - 180 250 - 180 

BAVP21 

max min typ 

17 18 19 

0,68 - 0,60 

0,82 - 0,74 , 

1,00 - 0,93 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

100 ' - -

50 - -

- - 50 

- - 15 

-5 - 2 

50 - 25 

250 - 180 

-

max 

20 

0,68 

0,82 

1,00 

-

-

-

-

-
-

-

-
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50 
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